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【課題の概要】 
本研究では、独自技術であるシリコンナノピラーによって

発熱を抑制し、電界効果トランジスタのチャネル部でのフォ
ノン散乱を極限まで低減化することとしている。無欠陥周期
ナノピラー構造の形成技術の高度化に加え、フォノンの生成・
輸送特性の理解を進めることで、デジタル化社会に求められ
る低発熱かつ高移動度のトランジスタの基盤構築を目指すも
のである。 

【学術的意義、期待される研究成果等】 
本研究で目指す、数十ナノメートル以下の長さとなるチャ

ネル部におけるフォノン散乱の抑制には、均一で無欠陥の周
期ナノピラー形成技術とともに、ナノスケールでフォノン場
を評価・解析する技術の確立が求められる。これらは工学的
価値が高い上に、エレクトロンバンドとフォノンバンドの相
互理解によって、新たな側面から半導体物性の理解が進むも
のと期待できる。 

 


